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Penetratory planetarne
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HP3 - penetrator typu MOLE, MUPUS - penetrator typu HEEP,
Uzywany na Marsie Znajdujacy sie na komecie Czuriumow-Gierasimienko
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Odbiornik
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S1C w Srodowisku kosmicznym
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Badanie odbiornika - energia uderzenia
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Schemat stanowiska do
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Badanie odbiornika - prad nasycenia

MS05104 Wed October 30 03:25:12 2019 Sonda Uzwojenia

RIGOL soe [H 200us pradowa penetratora
v

OSCYLOSKOP

t Schemat ukladu pomiarowego

4mm Wyniki préoby pomiaru pradu nasycenia
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Wybor Topologii Przeksztaltnika

Dwukierunkowy przeptyw pradu
Mozliwie matle rozmiary

Prosta konstrukcja

Proste sterowanie

Wybrana topologia - mostek typu H
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Badania symulacyjne - przetwornica HV
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Badania symulacyjne - obwod giowny

Prad pobierany z kondensatora

Wypelnienie PWM

] 1 Model symulacyjny Matlab&Simulink t
G s 4= Wyniki symulacji
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Badania symulacyjne - czestotliwosc pracy
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PorOdwnanie strat mocy w funkcji czestotliwosci Zaleznos¢ amplitudy tetnien pradu od
przetaczen dla tranzystorow z Si oraz SiC czestotliwosci przelgczen tranzystorow
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Praca przetwornicy wysokiego napiecie

MS05104 Tue December 03 03:16:17 2019
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Y 396,6V

» Napiecie wyjsciowe
(na kondensatorach magazynujacych energie)

Napiecie dren - Zrédlo tranzystora

Napiecie bramka - Zrodlo tranzystora

Prad drenu tranzystora
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Praca przetwornicy wysokiego napiecie

MS05104 Tue December 03 03:24:52 2019
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sy 0 Napiecie wyjsciowe
(na kondensatorach magazynujacych energie)

Napiecie dren - Zrédlo tranzystora

Napiecie bramka - Zrodlo tranzystora

Prad drenu tranzystora
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Proces przelaczania tranzystorow

MS05104 Thu October 17 01:30:23 2019 MS05104 Thu October 17 01:32:59 2019
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Napiecie dren - Zrédlo tranzystora gornego
Napiecie dren - Zrédlo tranzystora dolnego
Sygnat sterujagcy PWM

D 56.463us
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Praca Urzadzenia

MSO5104 Fri November 08 20:23:13 2019
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Podsumowanie

Analiza zastosowanie 1gcznikow z SiC w Srodowisku kosmicznym
Opracowanie przetwornicy izolowanej wysokiego napiecia do
ladowania kondensatoréw magazynujacych energie

Opracowanie ukladu przeksztaltnika zasilajgcego uzwojenia
penetratora

Implementacja algorytmu sterowania zdolnego ograniczac prad
roztadowywania kondensatora
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* https://www.dlr.de/ Transistors", Physics and Technology of Silicon Carbide Devices,
Pazdziernik 2012




